Estado NMOSVgs | PMOSVgs NMOSV pg PMOSV pg
Corte Vas<V, Vas>Vy
Saturacion | Vgs>Vy Vas<Vi | Vps>(Vas-Vi) | Vps<(Vas-Vi)
Triodo Vs>V Vgs<V: | Vbs<(Vags-Vi) | Vps>(Vas-Ve)
Parametro Ecuacion
IpenTriodo | I1p =1k, (})[2(Vas — Vi) Vs — V3]
|p enSaturacion | 1p = Lkl (%) (Vas — Vi)*(1 + AVps)
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Transistor bipolar
Union base-emisor | Unién base-colector Estado M odel o pequefia sefial
No-polarizada No-polarizada Corte
No-polarizada Polarizada Activo inverso
Polarizada No-polarizada Activo directo
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